
공개특허 특2003-0023710

 
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl. 7

G02F 1/1343
(11) 공개번호
(43) 공개일자

특2003-0023710
2003년03월19일

(21) 출원번호 10-2003-7000863         
(22) 출원일자 2003년01월20일         
    번역문 제출일자 2003년01월20일         
(86) 국제출원번호 PCT/IB2002/01778 (87) 국제공개번호 WO 2002/95492
(86) 국제출원출원일자 2002년05월21일 (87) 국제공개일자 2002년11월28일

(81) 지정국 국내특허 : 중국, 일본, 대한민국,
EP 유럽특허: 오스트리아, 벨기에, 스위스, 리히텐슈타인, 독일, 덴마크, 스페인, 프랑스, 
영국, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 모나코, 네덜란드, 포르투칼, 스웨덴, 핀랜
드, 사이프러스,

(30) 우선권주장 0112561.6 2001년05월23일 영국(GB)

(71) 출원인 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이.
네델란드왕국, 아인드호펜, 그로네보드스베그 1

(72) 발명자 데아네,스테벤,체.
네덜란드,아아아인드호펜5656프로프.홀스트란6

(74) 대리인 문경진

심사청구 : 없음

(54) 능동 매트릭스 디스플레이 기판

요약

능동 매트릭스 액정 디스플레이의 저장 커패시터는 제 2 전극(10) 위로 확장하는 복수의 핑거(50)를 구비한 제 2 전
극(28)을 갖도록 형성된다. 저장 커패시터의 제 2 전극(28)과 드레인 전극(30)은 단일 금속화 층으로부터 형성될 수 
있다. 드레인 전극(30)과 제 2 전극(10)의 핑거(50)의 폭은 제조 공정의 임의의 공정 변화의 결과로서 함께 변하는 
경향이 있을 것이다. 폭이 함께 변하는 특징은 킥 백 전압의 변화를 상쇄하는 경향이 있다.

대표도
도 3e

명세서
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    기술분야

본 출원은 저장 커패시터를 포함하는 능동 플레이트와 상기 능동 플레이트를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 특히 저
장 커패시터, 픽셀 구조와, 예컨대 능동 매트릭스 액정 디스플레이에서 사용되는 것과 같은 능동 플레이트의 제조 방법
에 관한 것이다.

    배경기술

능동 매트릭스 액정 디스플레이(AMLCD)는, 예를 들면, 랩탑 개인용 컴퓨터와 같은 많은 어플리케이션에서 고 품질의 
디스플레이를 제공하기 위해 광범위하게 사용되고 있다. 그러한 능동 매트릭스 액정 디스플레이에서 개별 픽셀 전극에 
대응하는 트랜지스터는 액정 디스플레이를 구동하기 위해 사용된다. 일반적으로 트랜지스터는 박막 트랜지스터(TFT)
이다.

종래의 능동 매트릭스 액정 디스플레이는 능동 픽셀 전극과 대응 TFT 구동 트랜지스터를 수용하는 능동 플레이트와 카
운터 전극을 지지하는 대향 수동 플레이트를 포함하며, 능동 플레이트와 수동 플레이트 사이에는 액정이 채워진다.

AMLCD의 종래 능동 플레이트가 도 1에는 평면도로 도 2에는 A-A의 단면도로 도시되어 있다. 능동 플레이트는 실질
적으로 평평한 기판(1)에 형성된다. 행 전극(2)과 열 전극(4)이 실질적으로 수직한 방향으로 능동 플레이트를 가로질
러 확장한다. 게이트 전극(6)은 행 전극(2)으로부터 확장하여 각 픽셀 요소의 바닥 게이트를 형성한다. 절연 영역(8)
이 행 전극과 열 전극을 분리한다. 유사하게 커패시터 전극(10)이 행 전극과 평행하게 능동 매트릭스를 가로질러 확장
한다.

    
절연 층(16)이 게이트 전극 위에 형성되어 게이트 절연 층을 형성하고, 커패시터 전극 위에 형성되어 커패시터 유전체
를 형성한다. 반도체 영역(12)은 절연 층(16) 위에 형성된다. 반도체 영역은 소스 영역(34)에서부터 드레인 영역(36)
으로 게이트 절연 층(16) 위에서 확장하는 하부의 도핑되지 않은 비결정(amorphous) 실리콘 층(14)과 소스 및 드레
인 영역(34,36)의 많이 도핑된 접촉 영역(18)을 포함한다. 소스 접점(32)은 소스 영역(34)과 연결되고, 드레인 접점
(30)은 드레인 영역(36)에 연결된다. 스퍼(24)는 열 전극(4)으로부터 확장하여 소스 접점(32)에 연결된다.
    

반도체 영역(12), 게이트 전극(6), 절연 층(16)과 소스 및 드레인 접점(18)은 박막 트랜지스터(TFT) 구조를 형성한
다.

TFT 구조는 절연 층(20)에 의해 덮인다. 바이어 홀(via hole)(22)은 상기 절연 층을 통해 드레인 접점(30)에 연결된
다. 일반적으로 ITO(indium tin oxide)로 형성되는 투명 픽셀 전극(26)은 바이어 홀(22)을 통해 드레인 접점(30)에 
연결된다.

픽셀 전극(26)과 커패시턴스 라인(10) 사이에 저장 커패시터가 형성된다. 이러한 목적을 위해서, 상부 커패시터 전극
(28)이 저장 커패시터 전극(10) 위의 절연 층(16) 위로 각 픽셀에 형성된다. 픽셀 전극(26)은 바이어 홀(22)을 통해 
상부 커패시터 전극(28)에 연결된다.

위에서 기술한 단일 픽셀 전극 및 TFT 구조는 기판(1)을 가로질러 반복되어 픽셀 매트릭스를 한정한다.

    
능동 플레이트를 형성하는 픽셀 전극의 어레이를 제조하는 전형적인 공정은 그 구조를 이루는데 사용되는 다양한 층을 
패턴닝하기 위해 포토리소그라피와 에칭을 사용한다. 단지 4 개의 마스크 층을 사용하는 일부 공정이 제안되었지만, 많
은 공정은 5 개의 마스크 층을 사용한다. 물질 층을 증착하고, 각 층 위에 포토레지스트를 한정하고(define), 그리고 
나서 각 물질 층의 95% 정도를 현상해야 하는 필요성이 가능한 비용 절감을 제한한다. 게다가 포토리소그라피는 고 자
본 비용을 가지지만 제한된 수율(throughput)을 갖는 도구를 사용하고 많은 양의 값비싼 포토레지스트와 현상액을 소
비하는 고 비용의 공정이다.
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따라서, 능동 매트리스 플레이트를 제조하기 위해 저비용 저해상도의 패턴닝 공정을 사용할 것이 제안되었다. 예를 들
면, 프린팅 공정이 제안되었다. 불행히도 프린팅 공정은 종래의 포토리소그라피와 비교해서 열악한 해상도와 정렬 정밀
도를 갖는다. 게다가 그라비어 오프셋(gravure offset) 같이 프린팅 공정은 특징부의 트래일링 에지(trailing edge)로
부터 뻗은 물질 상에 헤어(hair)나 테일(tail)을 남기는 경향이 있다. 이러한 헤어나 테일은 단락을 유발할 수 있다. 따
라서, 프린팅 기술을 사용하여 능동 플레이트를 제조하기가 매우 어렵다.
    

따라서, 저 해상도 공정을 사용하여 능동 플레이트를 제조하는 방법과 그에 해당하는 능동 플레이트 설계에 대한 필요
성이 존재한다.

    발명의 상세한 설명

    
본 발명에 따라서, 기판과, 게이트 전극 및 기판을 가로질러 세로로 확장하는 제 1 저장 커패시터 전극을 한정하는 제 
1 금속화 층과, 소스 및 드레인 전극과 제 2 저장 커패시터 전극을 한정하는 제 2 금속화 층과, 상기 소스 및 드레인 전
극 사이에서 박막 트랜지스터를 바디를 형성하는 반도체 바디 층과, 제 1 및 제 2 저장 커패시터 전극 사이의 절연 층을 
포함하는, 능동 플레이트가 제공되는데, 여기서, 상기 제 2 전극은 상기 제 1 전극을 가로질러 확장하는 복수의 핑거로
부터 형성된다
    

능동 매트릭스 액정 디스플레이 성능의 중요한 인자는 킥백 전압이다. 이것은 스위칭 TFT의 기생 게이트 픽셀 커패시
턴스를 전체 픽셀 커패시턴스로 나눈 것에 비례한다. 약간의 공정 변화는 TFT 기생 커패시턴스를 변하도록 하여 킥백 
전압을 또한 변하도록 할 수 있다. 모든 능동 매트릭스 액정 디스플레이에서 어느 정도 적용된다고 하더라도, 이것은 프
린팅과 같은 저 선명도 패턴닝 공정을 사용하는 배열의 특별한 문제이다.

전압의 이러한 변화는 AMLCD에서 뿐만 아니라, TFT와 저장 커패시터를 구비한 능동 플레이트를 사용하는 다른 구조
에서도 일어난다. 그러한 구조의 하나의 예는 어드레스되는 소자와 저장 커패시터의 어레이를 구비한 유형의 X-레이 
검출기이다.

본 발명에 따른 능동 플레이트에서 드레인 전극의 폭의 증가는 핑거의 폭의 증가에 의해 매칭되는 경향이 있는데, 이는 
두 가지 모두 제 2 금속화 층에 형성되고 동일한 공정을 사용하여 패턴닝되기 때문이다. 능동 매트릭스 구조에 사용될 
때, 그러한 두 가지 양의 비에 의존하는 킥백 전압은, 따라서, 드레인 전극과 핑거 커패시터 전극을 한정하는데 사용되
는 패턴닝 공정의 변동성에 휠씬 덜 의존적이다.

복수의 핑거는, 각 핑거를 각 바이어를 통해 픽셀 전극에 개별적으로 연결함으로써, 또는 다른 식으로, 제 2 금속화 층
에 형성된 적어도 하나의 세로 요소에 의해 함께 전기적으로 연결될 수 있다.

핑거의 폭은 효과적인 상쇄를 위해서 드레인 전극의 폭의 1/2에서 2 배, 바람직하게는 0.8배 내지 1.2배 일 수 있다.

능동 플레이트는 하나 이상의 층이 저 선명도 패턴닝 공정으로부터 형성되는 것을 허용하기 위한 특징부을 병합할 수 
있다. 예를 들면, 반도체 바디가 게이트 전극 위에서 세로로 확장하여, 반도체 바디로부터 확장하는 임의의 헤어나 테일
이 구조에 심각한 영향을 미치지 않고 게이트 전극 위에 남겨질 수 있다.

드레인 전극은 반도체 바디와 게이트 전극의 전체 폭을 가로질러 확장할 수 있다. 이러한 단순한 배열은 반도체 바디와 
게이트 전극이 저 해상도 공정으로 형성되는 것을 더 쉽게 한다. 게다가 제 1 전극의 에지를 덮는 제 2 전극과 결합될 
때, 킥백 전압은 TFT의 게이트 전극과 제 1 저장 커패시터 전극을 형성하는 금속화 층의 폭의 변화에 덜 민감할 수 있
다.
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복수의 핑거와 위를 덮는 전극을 결합하기 위해 본 발명의 실시예는 제 1 전극의 전체 폭을 가로질러 측면으로 확장하
는 복수의 핑거로부터 제 2 전극을 형성한다.

게이트 전극은 실질적으로 일정한 폭으로 기판을 가로질러 세로로 확장한다.

능동 플레이트는 능동 및 수동 플레이트 사이에 액정을 갖는 액정 디스플레이 디바이스에 병합될 수 있다.

    
본 발명은 또한 저 선명도 패턴닝 공정을 사용하여 기판을 가로질러 세로로 확장하는 제 1 저장 커패시터 전극과 게이
트 전극을 한정하는 제 1 금속화 층을 기판 위에 증착하고 패턴닝하는 단계와, 절연 층을 증착하는 단계와, 저 선명도 
패턴닝 공정을 사용하여 박막 트랜지스터 바디를 형성하는 반도체 바디 층을 증착하고 패턴닝하는 단계와, 고 선명도 
공정을 사용하여 소스 및 드레인 전극과 제 2 저장 커패시터 전극을 한정하는 제 2 금속화 층을 증착하고 패턴닝하는 
단계를 포함하는, 능동 플레이트의 제조 방법에 관련되며, 여기서 상기 제 2 저장 커패시터 전극은 상기 기판을 가로질
러 확장하는 복수의 개별적인 핑거를 갖도록 패턴닝된다.
    

위를 덮는 제 2 저장 커패시터 전극은 일부 층, 특히 제 1 금속화 층을 패턴닝하는데 사용되는 저 선명도 공정의 사용으
로 생기는 불리한 영향를 감소시킨다. 특히, 이렇게 제조된 디바이스는 그렇지 않은 경우보다 킥 백 전압의 변화가 더 
작다.

실시예에서 고 선명도 공정은 포토리소그라피일 수 있고, 저 선명도 공정은 프린팅일 수 있다.

드레인 전극은 게이트 전극의 폭을 가로질러 확장할 수 있다.

본 발명의 특정 실시예가 첨부 도면을 참조하여 전적으로 예시로서 기술될 것이다.

    도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 능동 매트릭스 액정 디스플레이의 평면도.

도 2는 도 1의 배열에 있는 박막 트랜지스터를 통한 단면도.

도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 실시예에 따른 능동 플레이트를 제조하는 제조 단계의 평면도를 도시하는 도면.

도 4는 도 3e에 도시된 실시예의 능동 플레이트의 B-B를 따른 측단면도.

도 5a 내지 도 5d는 본 발명에 따르는, 비교 예의 커패시터 전극의 형태의 상세도.

도 6은 본 발명에 따른 액정 디바이스의 도식적인 측면도.

    실시예

도 3은 본 발명에 따른 박막 디바이스를 제조하는 예시적인 방법의 단계를 도식적인 평면도로 나타내는 도면이고, 도 
4는 그렇게 제조된 박막 디바이스의 도 3의 B-B에 따른 단면도를 나타내는 도면이다. 이 예에서 디바이스는 능동 매트
릭스 액정 디스플레이의 능동 플레이트이다.

본 예시적인 실시예에 따라 능동 플레이트를 제조하는 방법은 기판(1)으로 시작한다. 기판은 도시된 것처럼 실질적으
로 평평한 상부 표면(40)을 갖는 유리 같은 투명 물질로 제조된다.
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제 1 금속화 층(2,10)이 기판(1)의 표면(40)에 프린트된다. 금속화 층(2,10)은 기판을 가로질러 확장하는 복수의 행 
전극(2)과 행 전극(2)에 평행하게 기판을 가로질러 유사하게 확장하는 복수의 저장 커패시터 라인(10)을 한정한다. 
명확하게 하기 위하여 하나의 행 전극(2)과 하나의 저장 커패시터 라인(10)만이 도 3에 도시되었지만, 어레이를 형성
하도록 많은 행 전극(2)과 저장 커패시터 라인(10)이 제공될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

제 1 금속화 층(2,10)은 행 전극(2)에 평행하게 행 방향(42)으로 기판을 가로질러 프린트하는 단일 오프셋 프린팅 동
작으로 프린트된다. 디스플레이를 위해 사용되는 어레이 영역에서 행 전극(2)과 커패시턴스 전극(10)은 실질적으로 
일정한 폭을 갖는다. 행 전극(2)과 커패시턴스 전극(10)의 말단에서 발생하는 임의의 테일(44)은 디스플레이 영역의 
바깥쪽에 생기며, 따라서 거의 영향을 미치지 않는다.

그리고 나서 질화 실리콘(silicon nitride) 게이트 유전체 층(16)이 전체 기판(1) 위에 형성된다.

    
다음으로 반도체 아일랜드(island)(12)가 형성된다. 이러한 아일랜드는 진성 비결정 실리콘(14)(i a-Si:H) 층을 증
착하고, 그리고 나서 도핑된 비결정 실리콘(18)(n+ a-Si:H) 층을 증착하여 형성된다. 각 층은 동일한 형태의 마스크
를 사용하여 프린트된다. 반도체 아일랜드(12)는 행 전극 위에서 세로로 배열되며, 형태는 직사각형이고, 직사각형(1
2)의 긴 면은 행 전극(2)에 평행하다. 즉 행 방향(42)을 따른다. 프린팅은 행 방향(42)으로 수행된다. 반도체 아일랜
드(12) 아래의 행 전극(2)의 영역(6)은 게이트 전극의 역할을 한다.
    

    
다음 단계는 제 2 금속화 층(4,28,30,46)을 제공하는 것이다. 이것은 전체 기판 위로 증착되며, 이 후에 종래의 포토리
소그라피를 이용하여 패턴닝된다. 금속화 층은 행 전극(2)에 수직한 방향으로 기판을 가로질러 확장하는 열 전극(4)을 
형성하고 그 열 전극의 일부는 소스 접점(32)을 구성한다. 핑거(finger)(46)는 드레인 전극 둘레에서 행 전극으로부
터 확장하여 추가 소스 접점(32)을 형성한다. 제 2 금속화 층은 또한 드레인 전극(30)을 형성한다. 열 전극(4), 핑거
(46) 및 드레인 전극(30)은 행 방향(42)에 수직하게 반도체 아일랜드(12)를 가로질러 확장한다.
    

제 2 금속화 층(4,28,30,46)은 또한 저장 커패시터(48)의 상부 전극(28)을 형성하는데 사용된다. 상부 전극의 형태
는 상부 전극(28)을 함께 연결하기 위한 복수의 세로 요소(longitudinal element)(52)에 의해 함께 결합되는 게이트 
전극의 폭을 가로질러 확장하는 복수의 핑거(finger)(50)이다. 제 1 전극 위에서 확장하는 핑거(50)의 폭은 게이트 
전극(2)과 반도체 아일랜드(12) 위에서 확장하는 드레인 전극(30)의 폭과 실질적으로 동일하다.

제 2 저장 전극(28)의 핑거(50)의 일부 또는 전부는 또한 다른 방향, 즉 제 1 저장 커패시터 전극(10)을 측면으로 가
로지르는 것이 아닌, 예를 들면 행 방향(42)에서 세로로 또는 경사지게 확장할 수 있다.

저장 커패시터를 가로지르는 제 2 금속화 층(4,28,30,46)의 핑거(50)가 세로 요소(52)에 의해 함께 연결되는 것이 
본질적인 것은 아니다. 임의의 적당한 전기적 연결이 사용될 수 있다. 예를 들면, 각 핑거에 해당하는 별도의 바이어(2
2)를 통해 연결이 이루어질 수 있다. 바이어(22)는 다른 층에 있는 전도체, 편리하게는 픽셀 전극(26)에 연결될 수 있
다.

절연 층(16)은 상부 전극(28)과 저장 커패시터 라인(10) 사이에서 커패시터 유전체의 역할을 한다.

    
그리고 나서, 제 2 금속화 층(4,30,46)은, 제 2 금속화 층(4,30,46)의 아래를 제외하고 도핑된 비결정 실리콘 층(18)
을 에칭하는 백-채널 에칭 단계(back-channel etching step)를 수행하기 위해 에치 마스크(etch mask)로서 사용된
다. 이것은 진성 비결정 실리콘 층(14)을 행 전극(2) 위에 남겨 박막 트랜지스터의 채널을 형성한다. 반도체 아일랜드 
아래의 행 전극(2)의 영역(6)은 박막 트랜지스터의 게이트를 형성한다. 이러한 식으로 박막 트랜지스터의 채널 길이는 
프린팅이라는 저 선명도 방법 대신에 포토리소그라피라는 고 선명도 패턴닝 방법에 의해 한정된다. 층의 배열, 및 특히 
반도체 아일랜드와 행 전극의 단순한 형태는 반도체 아일랜드와 행 전극의 선명도의 부정확성이 종래의 어레이 구조에
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서 보다 덜 중요하다는 것을 의미한다.
    

그 후 패시베이션 층(passivation layer)(20)이, 예를 들면, 프린팅과 같은 저 선명도 공정에 의해 전체 기판 위로 형
성된다. 그 후 접점 홀 마스크가 커패시터 및 드레인(30)의 상부 전극(28) 위로 바이어(22)를 에칭하기 위해 프린트
되어 사용된다. 패시베이션 층(20)은 질화 실리콘이다. 폴리머 물질 같은 다른 물질이 사용될 수 있다. 그 후 접점 홀 
마스크는 알려진 것처럼 제거된다.

그리고 나서 예를 들면 ITO의 픽셀 전극(26)이 능동 플레이트를 완성하기 위해서 패시베이션 층(20) 위로 프린팅된다. 
프린트 방향은 향 방향(42)에 수직이다. 픽셀 전극(26)과 인접 행 전극(2) 사이의 갭은 픽셀 전극으로부터의 끌리는
(trailing) 헤어(44)가 인접 행 전극(2)을 덮지 않을 정도로 충분하다.

킥-백 전압(kick-back voltage)은 어드레싱 펄스의 끝의 게이트 전압의 변화와, 게이트-드레인 커패시턴스 대 총 픽
셀 커패시턴스의 비, 즉 저장 커패시턴스와 (능동 및 수동 플레이트 사이의) 액정 커패시턴스와 게이트-드레인 커패시
턴스의 합의 비의 곱에 비례한다.

    
드레인 전극(30) 폭의 약간의 증가나 감소를 야기하는 임의의 공정 변화는 핑거(50)의 폭에서의 해당하는 약간의 증
가나 감소를 야기하는데, 이는 두 특징부가 제 2 금속화 층의 일부이고 함께 패턴닝되기 때문이다. " 폭" 은 각 경우에 
기판에 평행하고 전극이 확장하는 방향에 실질적으로 수직한 평면에서의 전극의 크기를 의미한다. 제 2 커패시터 전극
(28) 또는 드레인 전극(30)이 각각 제 1 커패시터 전극(10) 또는 게이트 전극(2)의 폭을 가로질러 측면으로 확장한
다면, 폭은 행 방향(42)에서 측정될 것이다.
    

그러므로, 게이트-드레인 커패시턴스의 증가 또는 감소는 저장 커패시턴스의 대응하는 증가 또는 감소와 매칭될 것이
다. 따라서, 제안된 구조는 제 2 금속화 층에 형성된 특징부의 폭의 변화에 의해 야기되는 킥 백 전압의 공정 변화를 감
소시키는 경향이 있다.

게다가 상부 전극(28)은 하부 저장 커패시터 전극(10)의 단부를 덮는다. 이러한 식으로 행 전극(2)과 커패시터 전극
(10)의 폭이 공칭 설계된 값보다 조금 크거나 작다면, 저장 커패시터의 커패시턴스는 증가하고, TFT의 게이트-드레
인 커패시턴스 역시 그럴 것이다. 다시 킥-백 전압은 공정 변화, 이 경우에는 제 1 금속화 층의 폭의 변화에 따라 그리 
많이 변화하지 않는 경향을 보일 것이다.

    
기술된 접근법은 참조로서 본 명세서에 병합되는 필립스의 공동 계류 중인 특허 출원(GB0105145.7)(관리번호 PHG
B010030)에 기술된 접근법이 진전된 것이다. 공동 계류 중인 출원의 접근에서 5개 층의 패턴닝 공정이 능동 플레이트
의 층을 한정하기 위해 이용된다. 층의 설계는 종래 이용되는 설계와는 다른데, 이는 포토리소크라피와 같은 고 정밀도 
공정을 사용하여 소스 및 드레인 금속화에 사용되는 하나의 층을 패턴닝하는 것이 필요할 뿐이기 때문이다. 다른 층은 
예를 들면 프린팅과 같은 저 선명도 공정을 사용하여 패턴닝될 수 있다.
    

킥-백 전압의 변화 가능성의 감소는 게이트 전극(6)의 특정 형태와 무관하다는 것을 주목해야 한다. 예를 들면, 본 발
명은 게이트 전극(6)이 행 전극(2)으로부터 측면으로 확장하는 스퍼(spur)의 형태의 배열에서 사용될 수 있다.

그럼에도 불구하고, 그 위에 반도체 바디(12)를 갖는 게이트 전극(6)으로서 행 전극(2)의 사용은 게다가 그 구조가 저 
선명도 패턴닝 공정을 사용하여 보다 쉽게 제조되는 것을 허용한다.

도 5는 저장 커패시터의 제 2 전극(28)의 다수의 가능한 모양을 도시한다. 기술된 실시예에서 드레인 전극(30)을 한
정하고 복수의 핑거(50)를 갖는 제 2 저장 커패시터 전극(28)을 제공하기 위해 패턴닝되는 제 2 금속화 층(4,28,30,
46)이 제 1 금속화 층(2,10) 위에 제공된다. 그러나, 본 발명은 제 2 금속화 층(4,28,30,46)이 제 1 금속화 층(2,10) 
아래 제공되는 배열에도 적용 가능하다.
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도 5a는 이전에 언급한 공동 계류 중인 출원에 기술된 배열을 도시하며, 여기서 제 2 전극(28)은 제 1 저장 커패시터 
전극(10) 영역의 전체적으로 위에 그리고 그 영역 내에 있다.

    
대조적으로 도 5b의 비교 예에서, 제 2 커패시터 전극(28)은 하부 커패시터 전극(10)의 단부를 덮는다. 이러한 식으로 
상부 저장 커패시터 전극(28)이 공정 변화의 결과 공칭보다 더 넓을 때 게이트 전극의 폭은 그와 같이 더 넓은 경향이 
있다. 따라서, 저장 커패시터(48)의 커패시턴스와 TFT의 기생 게이트 드레인 커패시턴스는 함께 변화하여, 킥백 전압
의 임의의 변화가 감소된다. 계산에 따르면 이러한 커패시터를 사용하는 설계는, 도 5a에 도시된 것과 비교할 때 게이
트 전극(2)과 하부 커패시터 전극(10)의 금속화 층 폭의 변화에 대해 단지 40%의 민감도(sensitivity)를 갖는다.
    

    
본 발명에 따른 도 5c에 도시된 설계는 열 전극(4), 드레인 전극(30) 및 저장 커패시터(48)의 제 2 전극(28)을 형성
하는 제 2 금속화 층(4,28,30,46)의 폭의 변화에 대해 덜한 민감도를 갖는다. 드레인 전극(30)의 폭의 변화는 게이트 
커패시터의 제 2 저장 전극(28)에서 매칭되어, 게이트-드레인 및 저장 커패시턴스가 함께 변화하는 경향이 있다. 이러
한 배열은 제 2 금속화 층(4,28,30,46)에 있는 특징부의 폭의 변화에 대한 킥백 전압의 민감도를 매우 실질적으로 감
소시킬 수 있음을 모델링이 제안한다.
    

도 5d는 도 5b와 도 5c의 장점 모두를 결합한 본 발명에 따른 배열을 도시한다. 이 경우에, 저장 커패시터(48) 설계는 
제 1 금속화 층(2,10)과 제 2 금속화 층(4,28,30,46) 모두의 폭의 변화의 영향을 감소시킨다.

도 6은 능동 플레이트(62), 수동 플레이트(64) 및 능동 플레이트와 수동 플레이트 사이의 액정(66)을 구비한 액정 디
스플레이의 도식적인 단면도를 나타낸다. 당업자는 이러한 식으로 능동 플레이트로부터 액정 디스플레이 디바이스의 제
조에 익숙할 것이다.

본 발명은 도시된 배열에 한정되지 않는다. 특히, 본 발명이 박막 트랜지스터와 커패시터의 특별한 형태에 관해 기술되
었지만, 본 발명은 저장 커패시터와 박막 트랜지스터를 구비한 능동 플레이트의 다른 형태에 적용될 수 있다. 본 발명의 
접근법이 적합한 하나의 예시적인 응용은, 예를 들면, 저장 커패시터와 통합된 TFT를 구비할 수 있는 산업용 X-레이 
검출기와 같은 대형 이미지 센서의 제조이다.

기술한 실시예의 세부 사항에 다른 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들면, 기판이 불투명할 수 있으며, 플레이트가 반사
광으로 동작할 수 있다. 이 경우에 픽셀 전극은 투명할 필요가 없다.

추가적인 변경에서, 일부 또는 모든 층은, 기판을 층의 물질로 덮고, 레지스트 패턴(resist pattern)을 물질 위에 프린
팅하고, 층을 패턴닝하는데 불필요한 물질을 에칭하여 형성될 수 있다. 프린팅된 레지스트의 사용은 포토리소그라피 기
술로 포토레지스트를 처리할 필요성을 제거한다. 이러한 식으로 사용되는 층을 직접 프린트할 필요 없이 패턴닝을 위해 
더 낮은 비용의 프린팅 기술이 사용될 수 있다.

    
본 발명은 위에서 기술한 것처럼 바닥-게이트 구조(bottom-gated structure)의 제조에 제한되지 않으며, 상부-게
이트 구조(top-gated structure)의 제조에도 적용될 수 있다. 당업자가 이해할 수 있는 바와 같이, 층의 순서는 제조 
단계의 순서를 결정한다. 예를 들면, 바닥 게이트 구조에 대해 게이트를 형성하는 행 전극은 증착되고 패턴닝되고나서, 
게이트 절연 층이 후속하고, 그 다음에 반도체 층이 후속하고, 그리고 나서 소스 및 드레인 금속화가 후속한다. 반대로 
상부-게이트 구조를 형성하기 위해 게이트를 한정하는 행 전극이 소스 및 드레인 금속화와 반도체 층 및 게이트 절연
체가 증착된 후에 한정될 수 있다.
    

    
기술한 실시예는 고 해상도 공정으로서 포토리소그라피를 사용하고 저 해상도 공정으로 프린팅을 사용한다. 그러나, 본 
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발명은 또한 다른 세트의 공정에 적용 가능하다. 예를 들면, 대부분의 층에 사용되는 저 해상도 공정은 예컨대 접촉 정
렬기(contact aligner)를 사용하는 저 해상도 포토리소그라피 공정일 수 있고, 고 해상도 공정에 대해서는 투사 정렬기
(projection aligner)가 사용될 수 있다. 대안적으로 접촉 정렬기는 고 해상도 공정으로서 사용될 수 있고, 프린팅이 저 
해상도 공정으로서 사용될 수 있다.
    

게다가 공정의 수를 2로 제한하는 것은 불필요하다. 예를 들면, 하나의 층은 하나의 저 선명도 공정을 사용하여 패턴닝
하고 다른 층은 그와 다른 저 선명도 공정을 사용하여 패턴닝할 수 있다.

본 발명은 또한 다양한 반도체 기술로 적용될 수 있다. 기술된 비결정 실리콘 층이 임의의 수의 반도체 타입으로 대체될 
수 있다. 폴리실리콘, 유기 반도체, CdTe와 같은 Ⅱ-Ⅵ 반도체, GaAs와 같은 Ⅲ-Ⅴ 반도체, 및 다른 것들이 예에 포
함된다.

금속화 층은 알루미늄, 구리 또는 반드시 금속일 필요가 없는 다른 편리한 전도체일 수 있다.

본 개시를 읽음으로서, 다른 변화와 변경이 당업자에게 명백할 것이다. 그러한 변화와 변경은 박막 회로, 반도체 디바이
스와 그 구성 부분을 포함하는 전자 디바이스의 설계, 제조 및 사용에 이미 알려지고, 본 명세서에서 이미 기술한 특징 
대신 또는 그에 추가해서 사용될 수 있는, 동등하거나 다른 특징을 포함할 수 있다.

    
비록 청구항이 본 출원서에서 특정 특징의 조합으로 형성되었지만, 본 발명의 개시의 범위는, 임의의 청구항에 현재 청
구된 것과 동일한 발명에 관련되는 지에 관계없이, 그리고 본 발명과 동일한 기술적 문제의 일부 또는 전부를 완화하는 
가에 관계없이, 본 명세서에서 묵시적으로 또는 명시적으로 개시한 임의의 신규한 특징 또는 임의의 신규한 특징의 조
합 및 그 일반화한 것을 또한 포함한다. 별개 실시예의 문맥에서 기술된 특징은 단일 실시예의 조합에 또한 제공될 수 
있다. 반대로, 단일 실시예의 문맥에서 간단히 기술된 다양한 특징은 별도로 또는 임의의 적합한 부조합으로 또한 제공
될 수 있다. 그러므로, 본 출원인은 새로운 청구항이 본 출원 또는 그로부터 유도되는 임의의 다른 출원의 절차의 진행
과정동안 그러한 특징 및/또는 그러한 특징의 조합으로 형성될 수 있음을 주목한다.
    

    산업상 이용 가능성

본 발명은 능동 매트릭스 액정 디스플레이에서 사용되는 것과 같은 능동 플레이트의 제조 방법 등에 이용 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

능동 플레이트로서,

기판과,

상기 기판을 가로질러 세로로 확장하는 제 1 저장 커패시터 전극을 한정하고, 게이트 전극을 추가로 한정하는, 제 1 금
속화 층과,

소스 및 드레인 전극과 제 2 저장 커패시터 전극을 한정하는 제 2 금속화 층과,

상기 소스 및 드레인 전극 사이에서 박막 트랜지스터를 바디를 형성하는 반도체 바디 층과,

상기 제 1 및 제 2 저장 커패시터 전극 사이의 절연 층을 포함하고,
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여기서, 상기 제 2 저장 커패시터 전극은 상기 제 1 저장 커패시터 전극을 가로질러 확장하는 복수의 핑거로부터 형성
되는,

능동 플레이트.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 제 2 저장 커패시터 전극의 상기 복수의 핑거는 상기 제 1 저장 커패시터 전극의 폭을 가로질러 
측면으로(laterally) 확장하는, 능동 플레이트.

청구항 3.

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 핑거의 폭은 상기 드레인 전극의 폭의 1/2 내지 2 배의 범위에 있는, 능동 플레이트.

청구항 4.

제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제 2 금속화 층은 상기 제 2 저장 커패시터 전극의 핑거를 함께 전기
적으로 연결하는 적어도 하나의 요소를 한정하는, 능동 플레이트.

청구항 5.

제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 반도체 바디는 상기 게이트 전극 위에서 세로로(longitudinally) 확
장하는, 능동 플레이트.

청구항 6.

제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 게이트 전극은 상기 기판을 가로질러 실질적으로 일정한 폭을 가지고 
세로로 확장하는, 능동 플레이트.

청구항 7.

제 1항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 기재된 능동 플레이트와, 수동 플레이트 및 상기 능동 플레이트와 상기 수동 플레
이트 사이의 액정을 포함하는, 액정 디스플레이.

청구항 8.

능동 플레이트를 제조하는 방법으로서,

저 선명도 패턴닝 공정을 사용하여 기판을 가로질러 세로로 확장하는 제 1 저장 커패시터 전극과 게이트 전극을 한정하
는 제 1 금속화 층을 상기 기판 위에 증착하고 패턴닝하는 단계와,

절연 층을 증착하는 단계와,

저 선명도 패턴닝 공정을 사용하여 박막 트랜지스터 바디를 형성하는 반도체 바디 층을 증착하고 패턴닝하는 단계와,

고 선명도 공정을 사용하여 소스 및 드레인 전극과 제 2 저장 커패시터 전극을 한정하는 제 2 금속화 층을 증착하고 패
턴닝하는 단계를 포함하고,

여기서, 상기 제 2 저장 커패시터 전극은 상기 제 1 저장 커패시터 전극을 가로질러 확장하는 복수의 개별적인 핑거를 
갖도록 패턴닝되는,
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능동 플레이트를 제조하는 방법.

청구항 9.

제 8항에 있어서, 상기 드레인 전극은 상기 게이트 전극의 폭을 가로질러 확장하도록 패턴닝되는, 능동 플레이트를 제
조하는 방법.

청구항 10.

제 8항 또는 제 9항에 있어서, 상기 고 선명도 공정은 포토리소그라피이고, 상기 저 선명도 공정은 프린팅인, 능동 플레
이트를 제조하는 방법.

도면
도면 1

도면 2
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도면 3a

도면 3b

도면 3c

도면 3d
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도면 3e

도면 4

도면 5a

도면 5b
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도면 5c

도면 5d

도면 6
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